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Установлено, что увеличение содержания графита в исследуемых позис-
торных композитах приводит к снижению предельного напряжения и увели-
чению козффициента защитьі. Их быстродействие сопоставимо с устройства-
ми аналогичного типа. Следует отметить, что значительньїх деградационных 
изменений электрических лараметров при используемых циклических на-
грузках (до 100 переключений) не обнаружено. 
ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІКО-ДИНАМІЧНОГО ПОЛІРУВАННЯ 
ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Сd 1 - хМn хТе ІОДВИДІЛЯЮЧИМИ 
ТРАВИЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА ОСНОВІ Н2О2-НІ 
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У відтворюваних гідродинамічних умовах досліджено процес взаємодії 
монокристалів нелегованого СdТе (110) та твердих розчинів Сd1-.хМnхТе 
(де х = 0,3; 0,43; та 0,5) з потрійними сумішами Н2О2-НІ-тартратна (цитрат-
на) кислота, що мають низький вміст Н2O2. 
Встановлено, що швидкість розчинення Сd1-.хМnхТе у досліджуваних 
розчинах змінюється від 1 до 16 мкм/хв і має тенденцію до зменшення із збі-
льшенням вмісту окисника та органічного компоненту в травильній суміші та 
зменшенням вмісту мангану в складі твердого розчину. Якість поверхні по-
кращується із зменшенням вмісту окисника і органічного компоненту в тра-
вильній суміші та збільшенням вмісту мангану в складі твердого розчину. 
Оптимізацію технологічних режимів процесу ХДП в підібраних травни-
ках здійснювали з використанням залежностей швидкості травлення від темпе-
ратури і швидкості перемішування розчинів. Встановлено, що в поліруючих 
складах травників цих систем процес розчинення матеріалу лімітується дифу-
зійними стадіями, на що вказують розраховані значення уявної енергії актива-
ції (Е
а
 =5-17 кДж/моль) та залежності швидкості розчинення від швидкості 
обертання диску. Визначено, що полірована цими травниками поверхня дослі-
джуваних монокристалів має дзеркальний блиск та високу якість (R
z
 < 50 нм). 
Розчини, що містять 51-94 об.% Н2O2, 2-6 об.% НІ і 0-45 об.% цитратної 
кислоти та 66-94 об.% Н2O2, 2-6 об.% НІ і 0-30 об.% тартратної кислоти мо-
жуть бути використані для ХДП монокристалів СdТе (11О) та твердих розчи-
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вів Сd1-хМnхТе при температурі 290-295 К і швидкості обертання диску 82 хв
- 1
. 
Використання цитратної кислоти у складі іодвиділяючої системи Н 2 О 2 -НІ 
призводить до збільшення концентраційного діапазону розчинів з полірую-
чими властивостями та до покращення якості полірованої поверхні. Після 
травлення зразки необхідно промивати 0,05 М розчином Na 2 S 2 0 3 , а потім ве-
ликою кількістю дистильованої води і висушувати в струмені повітря. 
ВПЛИВ МІЖЗЕРЕННИХ МЕЖ НА МЕХАНІЗМИ РОЗСІЮВАННЯ 
НОСІЇВ У ТОНКИХ ПЛІВКАХ РЬТе, РЬ8е, РЬ8 
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При дослідженні явищ переносу в напівпровідникових плівках крім 
об'ємних механізмів розсіювання носіїв заряду істотну роль відіграють про-
цеси на поверхні. У полікристалічних плівках, домінує розсіювання носіїв 
струму на міжзеренних межах, так як сумарна поверхня кристалітів на декі-
лька порядків перевищує поверхню плівки. 
Приведені результати аналізу магнітоопору, коефіцієнта термо-е.р.с, ру-
хливості носіїв монокристалічних і полікристалічних плівок халькогенідів 
свинцю, осаджених із парової фази на сколи кристалів (111) ВаF2 і поліамідну 
стрічку ПМ-1. Визначено вплив дрейфового бар'єру у полікристалічних плів-
ках РЬ8е на транспортні процеси. 
Наявність у напівпровідникових плівках макронеоднорідностей, пов'яза-
них з присутністю міжблочних меж, може істотно впливати на механізми пе-
ренесення заряду в електричних і магнітних полях. Така поведінка плівкових 
структур обумовлена існуванням на межах блоків локалізованих станів, енер-
гія яких для халькогенідів свинцю близька до краю відповідної дозволеної 
зони (зони провідності для п-типу і валентною - для р-типу). Ці стани можуть 
захоплювати носії заряду, які переміщуються під дією зовнішніх полів. Таким 
чином, виникає дрейфовий бар'єр, висота якого у вироджених напівпровідни-
ках залежить від положення рівнів хімічного потенціалу [3, 4]. 
1. Показано, що бар'єрні ефекти в полікристалічних плівках є доміную-
чою формою впливу поверхні на транспортні процеси. 
2. На основі досліджень анізотропії магнітоопору і температурної залеж-
ності рухливості носіїв заряду вивчено вплив кристалічної структури на 
бар'єрні ефекти у плівках. 
3. Визначено величину дрейфового бар'єру у полікристалічних плівках 
селеніду свинцю, яка складає (0,02-0,4) еВ. 
5. Показано, що на межах кристалітів кисень утворює акцепторні стани 
(АС). Для плівок п-типу провідності АС викликають інверсний згин зон біля 
поверхні кристалітів і електрони "запираються" в квазінейтральних областях 
зерен р-п-переходами. При цьому відбувається ріст потенціальних бар'єрів 
для електронів на міжзеренних межах. Для плівок р-типу локалізація елект-
ронів на АС викликає зменшення потенціальних бар'єрів для дірок. 
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